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高分辨率空间相机电控箱热设计
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摘要：设计了高分辨率空间相机的电控箱，以解决其散热问题。首先，概述了电控箱热设计的基本流程。然后，采用了加

导热片、表面发黑处理、填充导热填料等高可靠性的导热和辐射方式对需要散热的电子元器件、印制电路板以及设备机

箱进行散热。通过真空条件下的热试验对热分析模型进行了修正，根据热试验和热分析的结果对热设计提出了增加机

外热管的改进措施。最后，根据改进后的措施，利用修正后的模型对热控系统进行了热分析计算。结果表明，改进热控

措施后电子元器件的结温温度为４０．２～６２．７℃，表明增加机外热管后器件散热效果明显。改进热控措施后热设计合

理，所采取的热控措施能够满足设计要求。
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１　引　言

　　电子工业的不断发展使得电子设备的功能和

复杂性日益增长，它们在工作中的功率损耗通常

以热能耗散的形式表现，任何具有电阻的元件都

是一个内部热源，工作时热流密度急剧上升，导致

器件本身温度也随之上升，电子设备周围的环境

温度同时影响内部温度，从而影响电子器件工作

的可靠性，特别是在大功率和高集成度的情况下

会使电子设备的温度迅速提高，甚至引起设备故

障。空间相机在轨工作时置于严酷的空间热环境

中，其电子器件散热十分困难，如果散热冷却措施

达不到要求，就会导致电子元件局部或整体处于

较高的温度下失效或损坏。研究表明，随着温度

的增长，芯片失效率有呈指数增长的趋势，因此对

空间相机电子设备进行可靠的热设计，实施有效

的热控制措施是提高设备工作可靠性的关键措

施［１４］。

目前，国外的电子设备热控制技术较为成

熟，取得了许多应用和理论上的成果。而国内由

于电子工业的发展落后于国外，因此对电子设备

热技术的研究也相应滞后，尚处于初期阶段，不过

这几年已逐渐认识到了该项研究对航空航天及军

事领域的重要性并开展了相应的研究工作。国外

对电子产品的过热问题的研究始于６０年代，提出

了针对电子设备的热控制技术。目前，这些技术

在航空航天等领域得到了广泛的应用。美国在

７０年代就颁发了可靠性热设计手册；日本电器公

司１９８５年推出的巨型计算机已采用水冷技术；而

且国外很多公司都在致力于各种电子设备冷却方

法的计算机辅助热分析软件的开发，力求快速准

确地计算出电子设备的温度分布。我国国防科工

委也于１９９２年７月发布了国家军用标准 ＧＪＢ／

Ｚ２７９２《电子设备可靠性热设计手册》，提供了军

用电子设备热设计的基本理论、计算方法，热可靠

性分析与鉴别技术，是进行热设计的基本依

据［５１３］。

空间用电子设备的功率密度和元器件安装密

度高，轨道空间又没有空气对流散热，这些条件决

定了空间用电子设备热设计的特点，即在轨条件

下，主要通过传导和辐射来散热或者采用热管等

特殊散热方式来保证电子器件工作温度保持在预

定范围内。本文对某高分辨率空间相机电控箱的

热设计流程进行了总结，并根据热设计流程对其

进行了合理可靠的热设计。

２　热设计流程

　　解决电子设备过热问题，提高产品可靠性的

相关技术称为电子设备热控制技术。它主要包

括：电子设备的热分析（热模拟）技术、热设计（温

度控制）技术以及热测试（温度测量）三大技术，这

些技术是发现并解决电子设备热缺陷不可缺少的

技术手段。这三大技术的集成以及在电子产品开

发中的并行应用，可以极大地缩短产品开发周期，

提高产品开发设计的经济性，保证电子产品的综

合性能。高分辨率空间相机电控箱的热设计流程

如图１所示，其中包括根据需求对电控箱进行的

热设计，热分析计算和热试验等技术。

图１　空间相机电控箱的热设计流程

Ｆｉｇ．１　Ｆｌｏｗｃｈａｒｔｏｆｔｈｅｒｍａｌｄｅｓｉｇｎｆｏｒｓｐａｃｅｃａｍｅｒａ

３　电控箱热设计

　　本文研究的空间相机电控箱安装在载荷舱内

的仪器安装板上，主要由接口板、控制板以及电源

板等组成，元器件的发热功耗较大。为了减少发
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热器件的热应力集中，防止过热，需要采取一定的

散热措施对电子设备进行热设计。这里主要对元

器件、印制板（ＰｒｉｎｔＣｉｒｃｕｉｔＢｏａｒｄ，ＰＣＢ）和机箱

壳体采取的热控措施进行论述，其主要散热路径

如图２所示，元器件的热量主要通过导热片和

ＰＣＢ传递到机箱壳体上，最后通过传导和辐射传

递到热沉以及舱内的环境当中。

图２　元器件的散热链路

Ｆｉｇ．２　Ｈｅａｔｄｉｓｓｉｐａｔｉｏｎｐａｔｈｏｆｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ

元器件的种类的不同，其散热面也不一样。

针对散热面在底部的元器件，在其底部安装了铝

质导热片，两端与机箱壳体连接，导热片与元器件

以及边框结合处填充导热填料，用来减小热阻，增

强导热效果，绝大部分热量先传导至导热片，再由

导热片传导至机箱壳体，最后由壳体传导至仪器

安装板进行散热。对于散热面在顶部的元器件，

则将导热片用导热填料贴在元器件上表面，两端

与机箱壳体导热连接，同时为了减小接触热阻，增

强散热效果，在导热片与机箱壳体之间涂有导热

填料，这样绝大部分热量先传导至导热片，再由导

热片传导至机箱壳体，最后由壳体传导至仪器安

装板进行散热。

电控箱的ＰＣＢ均采用多层板，层间有内电

层，元器件引线采用金属化镀覆孔，以降低引线至

ＰＣＢ的热阻，增强ＰＣＢ的导热效果。ＰＣＢ和机

箱壳体之间采用搭接式的固定形式，为了增强机

箱与ＰＣＢ的导热耦合，在接触面填充导热填料，

电控箱箱体表面（除连接底面外）要求进行发黑处

理（ε＝０．８５），用于提高设备对非密封舱段的辐射

散热能力。同时，为了对电控箱的热量进行热疏

导，这里利用了仪器安装板的热容，采用光滑面接

合设备与仪器安装板之间的接口界面，结合面处

涂抹导热填料，以增强热传导性。

４　电控箱热试验

　　为了检验热设计的效果，检测是否有元器件

温度超过热控指标，同时为了改进散热设计以及

修正热分析模型，本文在真空环境条件下，测量了

相机电控箱中元器件模拟在轨工作状态下的温度

变化。

试验对象为电控箱的元器件，包括控制板、电

源板和接口板的大功率元器件，具体器件见表１。

试验设备主要包括：真空罐，温度传感器（热电

偶），温度测试设备，穿罐电缆。真空罐温度：抽真

空后初始温度２１．９℃。真空度：２．８５×１０－１Ｐａ。

主要试验装置如图３所示，其中包括电控箱，温度

测试系统以及相关检测设备等。

表１　电控箱元器件参数列表

Ｔａｂ．１　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓｆｏｒｅｌｅｃｔｒｉｃｃａｂｉｎｅｔ

元器件名称
热功耗

／Ｗ

结壳热阻

／℃·Ｗ－１

降额热控指标

／℃

Ｄ１（２．５Ｗ） ２．５ ２．７ ７８

Ｄ２（２．０Ｗ） ２．０ ２．７ ７９

Ｄ３（６．０Ｗ） ６．０ ２．７ ６８

Ｄ４（１．１７Ｗ） １．１７ １．１ ８３

Ｄ５（０．７５Ｗ） ０．７５ ２ ８３

Ｄ６（１．０Ｗ） １．０ ２ ８３

Ｄ７（８．０Ｗ） ８．０ ２．７ ６３

Ｄ８（０．４５Ｗ） ０．４５ ０．５ ８３

图３　试验装置示意图

Ｆｉｇ．３　Ｓｃｈｅｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｏｆｔｅｓｔａｐｐａｒａｔｕｓ

元器件工作状态为真空热环境条件下模拟

的在轨工作状态。具体试验步骤如下：

（１）安装试验装置，对测温系统进行调试、标

定；
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（２）将试验件放入真空试验罐内后，进行电

控箱以及相关设备调试；

（３）关罐抽真空，启动数据采集系统，采集各

被测点温度值；

（４）启动电源，使各元器件处于工作状态；

（５）电控箱按照试验工况进行工作，在工作

过程中每隔５ｓ进行温度采样，记录各个元器件

的温度数据；

（６）进行数据处理。

根据上述的试验步骤进行了试验，得到了电

控箱带模拟负载进行工作时各个测温点的温升曲

线，如图４～图６所示。从试验的结果可以看出，

真空试验罐温度为２１．９℃负载持续工作时，电源

板上的器件Ｄ３ 和接口板上的器件Ｄ７ 的温度超

出了Ⅰ级降额温度要求，其他器件的温度水平均

在Ⅰ级降额要求范围内。

图４　电源板各测温点温升曲线

Ｆｉｇ．４　ＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｃｕｒｖｅｓｏｆｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓｏｎｐｏｗｅｒＰＣＢ

图５　控制板测温点温升曲线

Ｆｉｇ．５　ＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｃｕｒｖｅｓｏｆｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓｏｎｃｏｎｔｒｏｌＰＣＢ

图６　接口板测温点温升曲线

Ｆｉｇ．６　ＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｃｕｒｖｅｓｏｆｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓｏｎｉｎｔｅｒｆａｃｅＰＣＢ

５　电控箱热分析模型修正

　　由于在热分析建模中做了若干基本简化假

设，且一些计算参数的选择皆有一定误差，因此热

分析所得到的温度与实际值之间必然存在一定的

偏差，有些甚至相差较大。为了减少这种偏差，提

高热分析的准确度，有必要用主控箱的热试验数

据对热分析模型进行修正。

本文从实际条件出发，根据前期建立的热模

型按照试验条件进行了分析计算，通过计算结果

与试验结果的对比，对建立的热模型进行了物理

修正，模型的修正主要从以下几个方面考虑：

（１）器件与ＰＣＢ之间的接触传热系数。顶

面散热的元器件直接焊到ＰＣＢ上面，热量通过引

脚传导到ＰＣＢ上，这里根据引脚的数量和材料属

性重新计算了等效接触传热系数。

（２）模型结构的细化。根据主控箱的实际结

构，对板框的结构进行了细化，重新定义了连接关

系。

（３）连接界面的接触热阻。根据主控箱板框

与箱体的实际连接状态，按照实际的接触面积重

新计算了接触热阻。

（４）器件的表面发射率。根据元器件的表面

的实际情况，重新调整了器件的表面发射率。

模型修正后，对根据试验建立了热分析模型

重新进行了计算，主要分析计算参量见表２，具体

的计算结果见表３。
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表２　主要材料计算参数

Ｔａｂ．２　Ｍａｉｎｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆｍａｔｅｒｉａｌｓｆｏｒｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｅｑｕｉｐｍｅｎｔ

材料名称 应用部位
发射率

ε犺

导热率λ／

Ｗ·ｍ－１·Ｋ－１

铝合金 机箱壳体 ０．８５ １５９

铁镍钴合金
元器件

（Ｄ１Ｄ２Ｄ３Ｄ４Ｄ８）
０．１ ２０

陶瓷
元器件

（Ｄ５Ｄ６Ｄ７）
０．５ １８

环氧玻璃布 印制板 ０．５ １４

表３　试验结果与计算结果对比

Ｔａｂ．３　Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｔｈｅｒｍａｌｔｅｓｔａｎｄｔｈｅｒｍａｌａｎａｌｙｓｉｓ

（℃）

印制板 序号 名称 试验值 修正前 修正后

１ Ｄ１（２．５Ｗ） ４８．７ ５４．４ ４９．８

电源板 ２ Ｄ２（２．０Ｗ） ５１．６ ５３．８ ５３．８

３ Ｄ３（６．０Ｗ） ７５．５ ５３．７ ７２．４

４Ｄ４（１．１７Ｗ）６１．２ ５３．８ ６０．４

控制板 ５Ｄ５（０．７５Ｗ）５３．９ ５２．５ ５７．７

６ Ｄ６（１．０Ｗ） ６５．０ ５４．３ ６２．０

接口板
７ Ｄ７（８．０Ｗ） ７８．６ ５７．３ ７５．３

８Ｄ８（０．４５Ｗ）６２．０ ５０．４ ６１．９

从分析的结果可以看出，模型修正后的结果

与试验结果基本一致。

利用修正后的模型重新进行了计算，计算的

边界条件为：舱壁温度２０℃，仪器安装板温度３０

℃，热分析模型如图７所示，经过计算得到的器件

温度如表４所示。

图７　空间相机电控箱热分析模型

Ｆｉｇ．７　Ｔｈｅｒｍａｌｍｏｄｅｌｏｆｅｌｅｃｔｒｉｃｃａｂｉｎｅｔｏｆｓｐａｃｅｃａｍｅｒａ

表４　不同工况关键器件的壳温

Ｔａｂ．４　Ｃａｓｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓｏｆｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ

ｉｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｌｏａｄｃａｓｅｓ （℃）

印制板 序号 名称 结果 Ⅰ级降额壳温

１ Ｄ１（２．５Ｗ） ４８．０ ７８

电源板 ２ Ｄ２（２．０Ｗ） ５１．９ ７９

３ Ｄ３（６．０Ｗ） ７０．８ ６８

４ Ｄ４（１．１７Ｗ） ６１．６ ８３

控制板 ５ Ｄ５（０．７５Ｗ） ５９．４ ８３

６ Ｄ６（１．０Ｗ） ６２．４ ８３

接口板
７ Ｄ７（８．０Ｗ） ７１．７ ６３

８ Ｄ８（０．４５Ｗ） ６１．０ ８３

从计算的结果可以看出，两种工况条件下电

源板上的器件Ｄ３ 和接口板上的器件Ｄ７ 的温度

超出了Ⅰ级降额温度要求，其他器件的温度水平

均在Ⅰ级降额要求范围内。

从上述的热试验和热分析计算的结果可以看

出，由于电源板上的器件Ｄ３ 和接口板上的器件

Ｄ７ 的热功耗较大，温度水平较高，其计算和试验

温度均超过了降额温度要求，因此需要采取必要

的措施改进热控实施方案，来强化电控箱的散热。

６　电控箱热控措施改进

　　改进热控实施方案主要从两个方面进行，即

箱体的内部和箱体的外部。箱体内部主要是增加

了器件Ｄ３ 和Ｄ７ 的导热片的厚度；而箱体外部则

考虑由于布局的调整，主控箱的散热条件变得更

为恶劣，因此需要给箱体提供一个较低温度环境，

以便给器件提供一个更为有效的散热通道，本文

提出了在箱体的外部安装热管，通过热管与其附

近的冷源连接。

６．１　热管在电控箱不同位置的分析

根据电控箱的具体结构，规划了３个如图８

所示的热管安装位置，按照改进后的热控措施，根

据不同的热管位置进行了第５节所述工况的热分

析计算，其中冷源温度为１０℃。对比了不同热管

安装位置时关键部件的温度变化，具体的计算结

果见表５。
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图８　相机电控箱热管安装位置示意图

Ｆｉｇ．８　Ｓｃｈｅｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｏｆｈｅａｔｐｉｐｅｐｏｓｉｔｉｏｎｆｏｒｅ

ｌｅｃｔｒｉｃｃａｂｉｎｅｔ

表５　不同热管安装位置时关键器件的壳温

Ｔａｂ．５　Ｃａｓｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓｏｆｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ

ｉｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｈｅａｔｐｉｐｅｐｏｓｉｔｉｏｎ （℃）

印制板 序号 名称 位置１ 位置２ 位置３

１ Ｄ１（２．５Ｗ） ３６．２ ４４．０ ４２．６

电源板 ２ Ｄ２（２．０Ｗ） ４０．３ ４８．０ ４６．９

３ Ｄ３（６．０Ｗ） ５８．５ ５３．３ ６８．０

４ Ｄ４（１．１７Ｗ） ４９．４ ５１．７ ５３．６

控制板 ５ Ｄ５（０．７５Ｗ） ４７．０ ４８．９ ５１．１

６ Ｄ６（１．０Ｗ） ４８．９ ５１．２ ５３．１

接口板
７ Ｄ７（８．０Ｗ） ６０．５ ６２．２ ６２．１

８ Ｄ８（０．４５Ｗ） ５２．０ ５３．０ ５４．３

从分析的结果可以看出，不同的热管安装位

置，导致相机电控箱内器件的温度有所不同，当热

管位置处于箱体顶面时，器件温度水平最低，因此

热管应该安装在相机主控箱的顶面。

６．２　热管在电控箱顶面不同位置的分析

考虑到热管的形状以及在冷板上的安装位

图９　相机电控箱热管安装位置示意图

Ｆｉｇ．９　Ｓｃｈｅｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｏｆｈｅａｔｐｉｐｅｐｏｓｉｔｉｏｎｆｏｒｅ

ｌｅｃｔｒｉｃｃａｂｉｎｅｔ

置，对顶面热管规划了如图９所示的不同安装位

置，计算得到了不同热管安装位置时关键部件的

温度变化，计算工况同６．１节，具体结果见表６。

表６　不同热管安装位置时关键器件的壳温

Ｔａｂ．６　Ｃａｓｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓｏｆｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓｉｎ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｈｅａｔｐｉｐｅｐｏｓｉｔｉｏｎｓ （℃）

印制板 序号 名称 位置１ 位置２

１ Ｄ１（２．５Ｗ） ４０．０ ３６．２

电源板 ２ Ｄ２（２．０Ｗ） ４３．９ ４０．３

３ Ｄ３（６．０Ｗ） ６２．７ ５８．５

４ Ｄ４（１．１７Ｗ） ５０．２ ４９．４

控制板 ５ Ｄ５（０．７５Ｗ） ４７．６ ４７．０

６ Ｄ６（１．０Ｗ） ４９．７ ４８．９

接口板
７ Ｄ７（８．０Ｗ） ６１．０ ６０．５

８ Ｄ８（０．４５Ｗ） ５２．５ ５２．０

从分析的结果可以看出，不同热管位置条件

下，器件的温度水平差别不大，其中由于位置２的

热管与主控箱的接触面积较大，器件温度水平最

低，因此在结构状态允许的情况下热管应该采用

位置２的安装方式。

６．３　有无热管的分析对比

为了考察热管散热效果的有效性，整理了有

无热管时关键器件的温度数据，如表７所示。

表７　有无热管关键器件的温度数据

Ｔａｂ．７　Ｃａｓｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｆｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ

ｗｉｔｈｏｒｗｉｔｈｏｕｔｈｅａｔｐｉｐｅｓ （℃）

印制板 序号 名称 未安装热管 安装热管

１ Ｄ１（２．５Ｗ） ４８．０ ４０．２

电源板 ２ Ｄ２（２．０Ｗ） ５１．９ ４４．２

３ Ｄ３（６．０Ｗ） ７０．８ ６２．４

４ Ｄ４（１．１７Ｗ） ６１．６ ５２．２

控制板 ５ Ｄ５（０．７５Ｗ） ５９．４ ４９．８

６ Ｄ６（１．０Ｗ） ６２．４ ５１．７

接口板 ７ Ｄ７（８．０Ｗ） ７１．７ ６２．７

８ Ｄ８（０．４５Ｗ） ６１．０ ５４．３

从表中可以看出，器件Ｄ７ 的温度降低了９．０

℃，器件Ｄ３ 的温度降低了８．１℃，安装热管后散

热效果明显，电控箱的热设计合理可行。

７　结　论

　　为了使电子器件工作温度保持在预定范围
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内，保证电子部件稳定可靠的工作，研究了空间相

机电控箱的热设计。根据某空间相机电控箱的空

间环境和结构特点，在总结电控箱热设计流程的

基础上，对其热控系统进行了设计，并在真空条件

下进行了热试验，同时根据热试验进行了模型的

修正。试验和仿真的结果表明，电控箱元器件Ｄ７

和Ｄ３ 的温度不能满足Ⅰ级降额要求，因此对原

设计提出了增加机外热管的改进措施，针对改进

后的措施利用修正后的模型重新进行了计算。结

果表明，电 子元器件的结 温温 度为 ４０．２～

６２．７℃，均低于降额热控温度指标，增加热管后，

器件Ｄ７ 的温度降低了９．０℃，器件Ｄ３ 的温度降

低了８．１℃，表明安装热管后散热效果明显，电控

箱的热设计能够满足设计要求。
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［５］　于慈远，于湘珍，杨为民．电子设备热分析／热设计／

热测试技术初步研究［Ｊ］．微电子学，２０００，３０（５）：

３３４３３７．

ＹＵＣＹ，ＹＵＸＺＨ，ＹＡＮＧ Ｗ Ｍ．Ａｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ

ｓｔｕｄｙｏｎｔｈｅｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓｆｏｒｔｈｅｒｍａｌＡｎａｌｙｓｉｓ／Ｄｅ

ｓｉｇｎ／ＴｅｓｔｏｆＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＥｑｕｉｐｍｅｎｔｓ［Ｊ］．犕犻犮狉狅犲犾犲犮

狋狉狅狀犻犮狊．２０００，３０（５）：３３４３３７．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

［６］　吕永超，杨双根．电子设备热分析、热设计及热测试

技术综述及最新进展［Ｊ］．电子机械工程．２００７，２３

（１）：５１０．

ＬＶＹＣＨ，ＹＡＮＧＳＨ Ｇ．Ａｒｅｖｉｅｗｏｆｔｈｅｒｍａｌａ

ｎａｌｙｓｉｓ，ｔｈｅｒｍａｌｄｅｓｉｇｎａｎｄｔｈｅｒｍａｌｔｅｓｔｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

ａｎｄｔｈｅｉｒｒｅｃｅｎｔｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ［Ｊ］．犈犾犲犮狋狉狅犕犲犮犺犪狀犻

犮犪犾犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，２００７，２３（１）：５１０．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

［７］　闵桂荣，郭舜．航天器热控制［Ｍ］．２版．北京：科学

出版社，１９９８．

ＭＩＮＧＲ，ＧＵＯＳＨ．犛狆犪犮犲犮狉犪犳狋犜犺犲狉犿犪犾犆狅狀狋狉狅犾

［Ｍ］．２ｎｄｅｄ．Ｂｅｉｊｉｎｇ：ＳｃｉｅｎｃｅＰｒｅｓｓ，１９９８．（ｉｎ

Ｃｈｉｎｅｓｅ）
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ｐｒｉｎｔｅｄｃｉｒｃｕｉｔｂｏａｒｄｓｆｏｒｔｈｅｒｍａｌｍａｎａｇｅｍｅｎｔａｐ

ｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ［Ｊ］．犐狀狋犲狉狀犪狋犻狅狀犪犾犑狅狌狉狀犪犾狅犳犜犺犲狉犿犪犾

犛犮犻犲狀犮犲狊２００７，４６：２５３２６１．

［９］　ＦＬＥＩＳＣＨＥＲＡＳ，ＷＥＩＮＳＴＥＩＮＲＤ，ＫＨＯＢＲＡ

ＧＡＤＥＳＡ．Ｆｏｒｃｅｄｃｏｎｖｅｃｔｉｖｅｃｏｏｌｉｎｇｏｆｅｌｅｃｔｒｏ

ｏｐｔｉｃａｌｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓｍａｉｎｔａｉｎｅｄａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔｔｅｍｐｅｒａ

ｔｕｒｅｓｏｎａｖｅｒｔｉｃａｌｌｙｏｒｉｅｎｔｅｄｐｒｉｎｔｅｄｃｉｒｃｕｉｔｂｏａｒｄ

［Ｊ］．犐犈犈犈犜狉犪狀狊犪犮狋犻狅狀狊狅狀犆狅犿狆狅狀犲狀狋狊犪狀犱犘犪犮犽犪

犵犻狀犵犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔２００４，２７（２）：２９６３０４．

［１０］　ＷＥＩＳＳＪ，ＬＡＮＧＨＯＲＳＴＦ．Ｔｈｅｒｍａｌａｎａｌｙｓｉｓｏｆ

ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｐａｃｋａｇｉｎｇ［Ｊ］．犃狌狊狋狉犪犾犻犪狀犈犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊

犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，１９８８，２１（８）：６２６４．

［１１］　ＤＵＭＥＲＣＹＬ，ＧＬＩＳＥＳＲ，ＬＯＵＡＨＬＩＡＧＵＡＬ

ＯＵＳＨ，犲狋犪犾．．ＴｈｅｒｍａｌｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆａＰＥＭ

ＦＣｓｔａｃｋｂｙ３Ｄｎｏｄａｌｍｏｄｅｌｉｎｇ［Ｊ］．犑狅狌狉狀犪犾狅犳

犘狅狑犲狉犛狅狌狉犮犲狊，２００６，１５６：７８８４．

［１２］　陈立恒，吴清文，罗志涛，等．空间相机电子设备热

控系统设计［Ｊ］．光学 精密工程，２００９，１７（９）：

２１４５２１５２．

ＣＨＥＮｌＬＨ，ＷＵＱＷ，ＬＵＯＺＨＴ，犲狋犪犾．．Ｄｅ

ｓｉｇｎｆｏｒｔｈｅｒｍａｌｃｏｎｔｒｏｌｓｙｓｔｅｍｏｆｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｅｑｕｉｐ

ｍｅｎｔｉｎｓｐａｃｅｃａｍｅｒａ［Ｊ］．犗狆狋．犘狉犲犮犻狊犻狅狀犈狀犵．，

２００９，１７（９）：２１４５２１５２．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

［１３］　罗志涛，徐抒岩，陈立恒．大功率焦平面器件的热

控制［Ｊ］．光学 精密工程，２００８，１６（１１）：２１８７２１９３．

ＬＵＯＺＨ Ｔ，ＸＵＳＨ Ｙ，ＣＨＥＮＬ Ｈ．Ｔｈｅｒｍａｌ

ｃｏｎｔｒｏｌｏｆｈｉｇｈｐｏｗｅｒｆｏｃａｌｐｌａｎｅａｐｐａｒａｔｕｓ［Ｊ］．

犗狆狋．犘狉犲犮犻狊犻狅狀犈狀犵．，２００８，１６（１１）：２１８７２１９３．

（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
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［１４］　ＶＥＬＬＶＥＨＩＭ，ＪＯＲＤＡ Ｘ，ＧＯＤＩＧＮＯＮＰ，犲狋

犪犾．．ＣｏｕｐｌｅｄｅｌｅｃｔｒｏｔｈｅｒｍａｌｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｏｆａＤＣ／

ＤＣｃｏｎｖｅｒｔｅｒ［Ｊ］．犕犻犮狉狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊犚犲犾犻犪犫犻犾犻狋狔，

２００７，４７：２１１４２１２１．
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●下期预告

基于犡犲犉（犆犃）放大器的混合（固态／气态）

超高功率飞秒激光系统的发展前景

Ｖ．Ｌｏｓｅｖ，Ｓ．Ａｌｅｋｓｅｅｖ，Ｎ．Ｉｖａｎｏｖ，Ｂ．Ｋｏｖａｌｃｈｕｋ，Ｌ．Ｍｉｋｈｅｅｖ２，Ｇ．Ｍｅｓｙａｔｓ２，

Ｙｕ．Ｐａｎｃｈｅｎｋｏ，Ａ．Ｐｕｃｈｉｋｉｎ，Ｎ．Ｒａｔａｋｈｉｎ，ａｎｄＡ．Ｙａｓｔｒｅｍｓｋｙ
（１．俄罗斯科学院 西伯利亚分院强 流电子所；２．俄罗斯科学院 列别捷夫物理所 俄罗斯）

介绍了太瓦级混合激光器（ＴＨＬ１００）系统，该系统基于前端发生器和终端放大器，使用光泵浦

ＸｅＦ（ＣＡ）激活介质。前端发生器结构包括由波长为５３２ｎｍ的连续激光泵浦的蓝宝石飞秒脉冲振荡

器，脉冲展宽机构，由波长为５３２ｎｍ的脉冲激光泵浦的再生多通道放大器，衍射光栅压缩器和二次谐

波发生器（ＫＤＰ）。前端发生器的光束输出参数如下：脉冲持续时间为５０ｆｓ，在第二个谐波（４７５ｎｍ）处

的辐射能量为５ｍＪ。前端发生器以工作在频率１０Ｈｚ的单脉冲模式工作。

ＸｅＦ（ＣＡ）放大器包括一个双高压脉冲发生器（线性变压器），一个爆炸式阴极发射真空二极管，注

入电子束到气室的系统，充满Ｘｅ的气室转换器和一个激光单元。高压发生器包括１２个变压器，每个

变压器有８个电容（４０ｎＦ）和火花隙，电容可以充电到１００ｋＶ。真空二极管中的电子束参数如下：总电

流为３００ｋＡ，峰值电压为５５０ｋＶ，脉冲持续时间大约为１５０ｎｓ。穿透金属箔片到达Ｘｅ转换器的６个

１００ｃｍ×１２ｃｍ电子束的总能量为６～７ｋＪ。泵浦能量的梯级增大导致Ｘｅ２
的快速形成，并在（１７２±

５）ｎｍ内连续辐射能量。真空紫外辐射通过ＣａＦ２ 窗口辐射到含有ＸｅＦ２ 蒸汽和氮气缓冲气体的激光

单元中。真空紫外辐射使ＸｅＦ２ 光解，形成ＸｅＦ
准分子。由真空紫外辐射泵浦的放大器激活介质长

１１０ｃｍ，直径为２４ｃｍ。文中给出了数值模拟的输出参数和第一实验结果。根据ＸｅＦ（ＣＡ）放大器参数

模型和增益测量结果，得到的输出能量高达２～３Ｊ，意味着５０ｆｓ脉冲的峰值功率高达４０～６０ＴＷ。
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